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Rattrapage de Physique 2

Veuillez trouvez des cours des examens et exercices avec solution a
www.exoco-Imd.com

Soit ’ensemble de charges ponctuelles de la figure ci-contre. On suppose g > 0 et on donneOA =
OB = OM =+/2a (a est une constante positive).

Exercice 1 : (05 points)

Y
1- Déterminer la valeur de la charge Q placée a 1’origine pour que le Mg
champ électrique, créé par cette distribution, soit nul enM. S
On prendra cette valeur de@pour la suite de 1’exercice.
2- Calculer le potentiel électrique créé enM.
3- On place enM une charge ponctuelleq,, = —q, déterminer : A(+q) 0@ B(+q)

a- Larésultante des forces électriques qui s’exerce sur elle.
b- Son énergie potentielle électrique.

Exercice 2 : (05 points)

Soit un fil, assimilé & un segment de droite de longueurL porté par ’axe(0Y),
uniformément chargé avec une densité linéiqued > 0 (voir figure ci-contre).

Calculer, en fonction de «a et x, le champ électrique créé par ce fil en un pointM de
I’axe(0X)tel queOM = x > 0.

ZA

Exercice 3 : (05 points)

Sur la figure ci-contre est représenté un cylindre plein, d’axe(Z'Z), infini, de rayon de
baseRet uniformément chargé avec une densité volumiquep positive.

En utilisant le théoréme de Gauss, calculer le champ électrostatique créé par cette distribution
en tout pointM de I’espace. Distinguer les deux ragions r < R etr > R.

Exercice 4 : (05 points)

Soit ’assemblage de condensateurs de la figure ci-contre. On donne : C

C,=C,=C=3uF ; C,=C5=2C; C3=AC(A€R) i

1- Déterminer la valeur du parameétre A pour que la capacité —| |— —| |—
équivalente entreA etB soit égale acC. C2 Cs

2- On applique entre A etB une différence de potentielU =V, — Vg = 220 V. A 1’équilibre,
calculer la charge portée par chaque condensateur et la d.d.p entre ses bornes.
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Corrigé

Exercice 1 : (05 points)

1- Lavaleur de la charge@ pour le champ électrique crée par cette distribution soit nul enM :
D’aprés le principe de superposition, on a :

— q —
——— Uy + KWUBM(O' 5)

EM :EA+EO+EB =K——
D’aprés la figure, on a :
(AM)? = (BM)? = 4a?(0.25); sy = sinal+ cosaJ(0.25); gy = J(0.25);

gy = —sina i+ cosa(0.25)

Ce qui nous donne :

— K N
Ey= ﬁ[q cosa + Q]7(0.5)

Ce champ est nul si seulement si :

gcosa+Q =0=>Q =—qgcosa(0.5)

A(+q) 0@  B(+q)
Sachant que : y’

V2
cosa—m—T(O.S)

On a finalement :

2
Q=-4(05)

2- Le potentiel électrique crée enM :

D’aprés le principe de superposition, on a :

q Q q q(1 1 2 V2\ q
VM—VA+V0+VB—KAM+K0M+KBM—Ka<2+2 - =1 K=(0.5)

3- On place enM une charge ponctuellegy,, = —q :
a- La résultante des forces électriques qui s’exerce sur elle :

b- Son énergie potentielle électrique :

V2

2
q
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Exercice 2 : (05 points)

Une charge élémentairedq, contenue dans 1’élément de longueurd! entourant le point P, va créer au
pointM un champ électrostatique élémentaire(0.50) :

dE =K— U =K—1 = K—-1(0.5)

D’apres la figure, on a :

X

_Y _ —dl =
tan @ = p =>y=xtan6 (0.50) = dy =dl Y do (0.5)
0= ad =>r = 0.5
sy =15 r_cose( -5)
U =cosO7—sin6j(0.5)
Ce qui nous donne : Y (0.50)
= /1 P\—:\\
dE = K= (cos 67— sin67)d6 (0.5) dq(dDIG
x it . .
L6 . X
Le champ électrique total en M s’obtient en intégrant sur tout le fil : X o~ M
v/ dE
Al p p
E= K;f[(cos@?— sin6))dé] = K;[sin9?+ cos 01§ = K;[sina?+ (cosa — 1)j](01)

0

Exercice 3 : (05 points)

La distribution de charges posséde une symétrie cylindrique = E= E(r)é.(0.50)

N.B : nous avons utilisé la coordonnéer au lieu dep pour éviter toute confusion avec la densité de
charges.

o = (I)l + (I)Z +q)3(0. 50)

La surface de Gauss est un cylindre d’axe(0Z), de rayon de baser et de (0.50)
hauteurh (0.50). A B

. —>
Le flux total peut étre subdivisé en trois flux : deux flux a travers les surfaces des !
deux bases (inférieure (1) et supérieure (2)) et un flux a travers la surface latérale i —
OF e

D, = Sff E.dS = Sf!(ﬁ.ﬁl)ds =0 (E 1 1,)(0.50)

D, = szf E.dS = Sf!(ﬁ.ﬁz)cm: 0 (E L #,)(0.50)

3
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O, = ﬂ E.dS = Sf!(EdS)(ér.ﬁ3) = ngf EdS = ES; = E(2nrh)(0.50)

S3

D’aprés le théoréme de Gauss :

O = # B.qs = dne EQnrh) = Qine _, jp _ ﬂ(o. 50)
& &0 2megrh

Régine | :r <R

pr
Qune = pV = p(r*h) = Eine (M) = 53— (0.50)

Région Il :r > R

pR?

2e9T

Qint = pV = p(R?h) = Eope(M) = (0.50)

Exercice 4 : (05 points)

1- Lavaleur du paramétreA pour que la capacité équivalente entreA etB soit égale aC :

! - +1+ ! ! 1+1+1 A=4 (0.50
—_= —_ = —_ = — —_— _— = = .
Coq € Ci+C; C3 Cit+Cs € 2C AC 4AC (0-50)

2- Lacharge portee par chaque condensateur et la d.d.p entre ses bornes : | (0.25)
Le montage équivalent permet de déterminer la chargeQs, en effet : — .
Q3 = CeqU = CU (0.25)
D’aprés le montage,ona: V; =V, ; V, = V5(0.25) ) u

Sachant queC; = C, ; C4 = Cs,ils’ensuitque :Q; = Q, ; Q4 = Q5(0.25)
La conservation de la charge donneQ; = Q; + Q, = Q4 + Qs (0.50), on en déduit :

Q3 CU
Q1:Q2:Q4:Q5:7:7(0-50)

AN :Q; = 660uF(0.25); Q; = Q, = Q, = Qs = 330uF (0.25)

Le calcul des potentiels ne pose aucune difficulté :

0 U o, Qs U QU
Vi=Vo == 5(0.50) Vi = Vs == 7(0.50; Vs =g =750

AN:V, =V, =110 V(0.25); V5 =V, = V5 = 55V (0.25)




